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Отзыв ведущей организации 

«Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования и науки 

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени 

Ж.И. Алфёрова Российской академии наук» 

о диссертационной работе Маричева Артема Евгеньевича «Исследование твердых 

растворов InGaAsP для фотоэлектрических преобразователей лазерного излучения», 

представляемой на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 1.3 .11- «Физика полупроводников» 

В работе А.Е. Маричева объектом исследований являются твердые растворы InGaAsP с 

составами вблизи области спинодального распада, выращенные на подложках InP, и 

технология их изготовления для использования в фотоприемниках мощного лазерного 

излучения (ФПМЛИ). 

В диссертационной работе Маричева А.Е. представлены результаты исследований по 

развитию технологии синтеза четверных растворов InGaAsP и методам изготовления 

фотоприемников мощного лазерного излучения на их основе. Такие фотоприемники 

необходимы для систем передачи энергии без применения проводных линий связей, что 

востребовано в таких областях, как космос (при передаче энергии из космоса на Землю), а 
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Автореферат и публикации полно и достоверно отражают содержание диссертации и её 

основные положения и выводы. По своей актуальности, научной новизне, практической 

значимости, достоверности, а также объему выполненных исследований и личному вкладу 

соискателя диссертационная работа Маричева Артема Евгеньевича «Исследование твердых 

растворов InGaAsP для фотоэлектрических преобразователей лазерного излучения» 

полностью отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Физико-технический институт им. А.Ф. 

Иоффе Российской академии наук, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук, а её автор Маричев Артем Евгеньевич 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 1.3.11- «Физика полупроводников». 

Диссертационная работа, автореферат, публикации и доклад соискателя и настоящий 

отзыв рассмотрены и утверждены на научном семинаре центра Нанотехнологий 

«Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования и науки 

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет 

Российской академии наук» (Протокол №1 от 22 июня 2023 г.). 
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